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[はじめに] 近年、半導体デバイスに用いられている Siの微細化への限界が見え始め、新材料

として低次元性の強い層状化合物が注目を浴びている。その中の一つである二硫化モリブデ

ン(MoS2)を用いた FET構造では、高い移動度 700 cm2/Vsや高いオンオフ比 108などが報告さ

れてきた。[1, 2] また、MoS2はバルク体で ~1.3 eVのバンドギャップを有しており、広い波長

領域での光センサ応用としても有望視されている。[3] そこで本研究では MoS2の光学特性を

評価するため、フォトトランジスタを作製しドレイン電流の光強度依存性を測定した。 

 

[実験方法] MoS2は剥離転写法より機械的に SiO2/Si基板へ付着させた。ドレインソース電極は

フォトリソグラフィーを用いて形成し、バックゲート型 FET構造とした。チャネル長 Lは 9.5 

μmであり、チャネル幅 Wは 1.4 μmとした。MoS2の膜厚は原子間力顕微鏡測定より 6.5 nm

であった。電気特性評価には YHP4140B pAmeter/DC voltage sourceを用いた。光源には Spectra 

Physics Stabilite 2017 Ar+レーザ(波長 488 nm)を照射スポットサイズ約 0.2 cm2で使用した。 

 

[結果と考察]フローティングゲート、ドレ

イン電圧 Vds = 0.5 Vにおけるドレイン電流

の光強度依存性を Fig.1 に示す。光強度の

増加に伴いドレイン電流が変化した。低い

光強度域ではドレイン電流が直線的に変

化し、それ以降では飽和傾向を示した。最

大ドレイン電流は 0.40 μAを示し、光未照

射時のドレイン電流との比は、約 2×104と

なった。今後はゲート電圧印加時における

光電流の変化等を系統的に検証する。 
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Fig1: Drain current as a function of Light Power 
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